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Beschreibung

Anordnung zur hermetischen Abdichtung von Bauelementen und

Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung betrifft ein hermetisch abgedichtetes Package
und ein Verfahren zur Herstellung eines hermetisch abgedichte-

ten Packages gemdB den Patentanspriichen 1 und 27.

Eingekapselte Bauelemente k&nnen durch mechanische Einwirkung
und Umwelteinfliisse geschadigt und auler Funktion gesetzt wer-
den. Zu den Umwelteinfliissen zdhlen unter anderem Schadgase,
wie etwa Sauerstoff, Fliussigkeiten wie etwa Wasser, organische
und anorganische S&duren oder elektromagnetische Felder. Die
Schadstoffe entfalten insbesondere unter dem Einfluss erhdhter
Temperaturen ihre sché@dliche Wirkung durch Zerstdrung von Pa-
ckagingmaterialien wie etwa Moldingmassen, Epoxiden oder Poly-
imiden, oder der Bauteile selbst. Die erhohte Temperatur un-
terstiitzt den Diffusionsprozess der Schadstoffe durch das Pa-
ckagematerial oder entlang Grenzfldchen des Packagematerials.
Sofern das Bauelement nicht durch ein Metallgehduse geschiitzt
ist, koénnen elektromagnetische Felder ungehindert zu dem Bau-
element vordringen und es schaddigen. Typische Packages umfas-
sen Kunststoffabdichtungen, die das Bauteil jedoch nicht her-

metisch vor Umwelteinfliissen schiutzen.

Hermetisch abdichtende Packages zum Schutz vor Umwelteinflis-
sen umfassen insbesondere Metall- oder Keramikgehduse. Konven-
tionelle hermetisch abdichtende Gehduse bestehen aus einem Ge-
h&duseboden und einem Deckel oder einer Kappe. Durch Aufschweil-
Ben oder Aufldten des Deckels auf den Gehauseboden wird das
Gehduse hermetisch abgedichtet. Der Gehduseboden und der De-
ckel koénnen groRe Teile der Flache einer Leiterplatte oder ei-

nes Moduls, auf das das Bauteil montiert ist, beanspruchen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbes-

serte hermetische Abdichtung eines Bauelements zu schaffen.
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Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhangigen Pa-
tentanspriiche geldst. Bevorzugte Ausfiithrungsformen sind durch

die unabhidngigen Patentanspriiche angegeben.

Eine Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung stellt ein
Verfahren zur Herstellung eines Packages bereit. Das Verfahren
beinhaltet das Bereitstellen eines Substrats, wobei auf einer
oberen Oberflache des Substrats ein oder mehrere Bauelemente
angeordnet sind. Das Verfahren beinhaltet ferner das Ausbilden
einer hermetisch abdichtenden Schutzschicht auf dem ein oder
den mehreren Bauelementen und auf der oberen Oberfldche des
Substrats, wobei die hermetisch abdichtende Schutzschicht die
folgenden Eigenschaften aufweist: gasundurchlassig, flissig-
keitsundurchlassig, undurchlassig flir elektromagnetische Wel-
len, temperaturbestandig, elektrisch isolierend und prozessbe-

stdndigqg.

Bei einer Ausfiuhrungsform umfasst das Ausbilden der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht das Ausbilden mehrerer Ubereinander
angeordneter Teilschichten. Dies hat den Vorteil, dass Teil-
schichten mit unterschiedlicher Funktionalitat ausgebildet

werden konnen.

Vorteilhaft umfasst das Ausbilden mehrerer ibereinander ange-
ordneter Teilschichten das Auflaminieren einer Folie aus e-
lektrisch isolierendem Kunststoffmaterial, wobei vorzugsweise
eine Folie aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polya-
mid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyetheretherketon- und/oder

auf Epoxidbasis verwendet wird.

Vorteilhaft umfasst das Ausbilden mehrerer ibereinander ange-
ordneter Teilschichten das Ausbilden einer ein Metall aufwei-
senden metallischen Teilschicht, wobei die ein Metall aufwei-
sende Teilschicht das eine oder die mehreren Bauteile vor e-

lektromagnetischer Strahlung schitzt. Das Metall wird bevor-
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zugt aus einer Gruppe bestehend aus Aluminium, Kupfer, Titan,
und Nickel gewdhlt.

Bei einer Ausfihrungsform umfasst das Ausbilden mehrerer iber-
einander angeordneter Teilschichten das Ausbilden einer ein
anorganisches Material aufwelisenden anorganischen Teilschicht.

Das anorganische Material beinhaltet bevorzugt Siliziumoxid.

Bei einer Ausfihrungsform umfasst das Ausbilden mehrerer iber-
einander angeordneter Teilschichten das Ausbilden einer ein
organisches Material aufweisenden organischen Teilschicht. Be-

vorzugt enthdlt das organische Material Parylene.

Bei einer Ausfiuhrungsform umfasst das Ausbilden der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht das Ausbilden einer ein Fillmateri-
al aufweisenden hermetisch abdichtenden Schutzschicht. Das

Fullmaterial enthdlt bevorzugt Siliziumoxid oder Kohlenstoff.

Bei einer Ausfihrungsform umfasst das Bereitstellen eines Sub-
strats das Bereitstellen eines Substrats, das aus einer iso-
lierenden Schicht, einer auf einer unteren Oberfldche der iso-
lierenden Schicht aufgebrachten ersten Metallschicht und einer
auf einer von der unteren Oberflache abgekehrten Oberfldche
der isolierenden Schicht aufgebrachten zweiten, strukturierten
Metallschicht besteht.

Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht kann
ein physikalisches Abscheideverfahren wie etwa eilnen Sputter-

Prozess oder einen Bedampfungsprozess umfassen.

Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht kann

auch einen Sprihprozess oder einen GieRprozess umfassen.

Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht kann
ein chemisches Abscheideverfahren wie etwa ein CVD-Verfahren

oder ein LPCVD-Verfahren umfassen.
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Bei einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren zu Herstellung
eines Packages des Weiteren das Freilegen einer oder mehrerer
Kontaktfldchen auf der Oberfldche des Substrats und auf Ober-
fldchen des einen oder der mehreren Bauelemente durch Offnen
Jjeweiliger Fenster in der hermetisch abdichtenden Schutz-
schicht, und flachiges Kontaktieren jeder freigelegten Kon-
taktfldche mit einer Kontaktschicht aus elektrisch leitendem
Material. Das Offnen jeweiliger Fenster kann durch einen foto-
lithographischen Prozess, Laserablation, ein Atzverfahren oder

ein mechanisches Verfahren erfolgen.

Bei einer Ausfihrungsform wird eine Kontaktschicht aus mehre-
ren Ubereinander angeordneten Teilschichten aus unterschiedli-

chem, elektrisch leitendem Material verwendet wird.

Unter einem weiteren Aspekt stellt die vorliegende Erfindung
ein Package bereit, wobeil das Package ein Substrat umfasst,
auf einer Oberfldche des Substrats ein oder mehrere Bauelemen-
te ausgebildet sind und wobeil auf dem ein oder den mehreren
Bauelementen und auf der Oberflache des Substrats eine herme-
tisch abdichtende Schutzschicht ausgebildet ist, die die fol-
genden Eigenschaften aufweist: gasundurchlassig, fliissigkeit-
sundurchlassig, undurchlassig flir elektromagnetische Wellen,
temperaturbestandig, elektrisch isolierend und prozessbestan-

dig.

Bevorzugt umfasst die hermetisch abdichtende Schutzschicht

mehrere iUbereinander angeordnete Teilschichten.

Bei einer Ausfihrungsform ist eine der mehreren Teilschichten
aus einer Folie aus elektrisch isolierendem Kunststoff ausge-
bildet. Die Folie ist bevorzugt aus einem Kunststoffmaterial
auf Polyimid-, Polyamid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Poly-

etheretherketon- und/oder auf Epoxidbasis ausgebildet.

Bei einer Ausfihrungsform ist eine der mehreren Teilschichten

eine ein Metall aufweisende metallische Schicht. Das Metall



20WO0 2007/017404 PCT/EP2006/064787

wird bevorzugt aus einer Gruppe bestehend aus Aluminium, Kup-

fer, Titan und Nickel gewahlt.

Bei einer Ausfihrungsform ist eine der mehreren Teilschichten
eine ein anorganisches Material aufweisende anorganische
Schicht. Das anorganische Material umfasst bevorzugt Silizium-

oxid.

Bei einer Ausfihrungsform ist eine der mehreren Teilschichten

eine eine organisch modifizierte Keramik aufweisende Schicht.

Bei einer Ausfihrungsform ist eine der mehreren Teilschichten
eine ein organisches Material aufweisende organische Schicht,

wobei das anorganische Material bevorzugt Parylene ist.

Bei einer Ausfihrungsform enthdlt die hermetisch abdichtende
Schutzschicht ein Fiullmaterial. Das Fillmaterial enthdlt vor-
teilhaft Siliziumoxid oder Kohlenstoff.

Bei einer Ausfihrungsform besteht das Substrat aus einer iso-
lierende Schicht, einer auf eine untere Oberfldche der isolie-
renden Schicht aufgebrachten ersten Metallschicht und einer
auf einer von der unteren Oberflache abgekehrten Oberfldche
der isolierenden Schicht aufgebrachten zweiten, strukturierten
Metallschicht.

Bei einer Ausfihrungsform sind Kontaktflachen auf der Oberfla-
che des Substrats und auf Oberflachen des einen oder der meh-
reren Bauelemente angeordnet. Die hermetisch abdichtende
Schutzschicht weist bei jeder Kontaktflache ein Fenster auf,
in welchem diese Kontaktflédche frei von der hermetisch abdich-
tenden Schutzschicht und flachig mit einer Kontaktschicht aus
elektrisch leitfdhigem Material kontaktiert ist. Die Kontakt-
schicht kann mehrere Ubereinander angeordnete Einzelschichten
aus unterschiedlichem, elektrisch leitfdhigem Material umfas-

sen.
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Beschreibung bevorzugter Ausfihrungsformen der Erfindung:

Figur 1 zeigt einen Querschnitt eines Packages gemal einer

Ausfihrungsform der Erfindung.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines Packages in einer Stufe
des Herstellungsprozesses gemdl einer Ausfihrungsform

der Erfindung.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt eines Packages gemal einer

Ausfihrungsform der Erfindung.

Figur 1 zeigt einen Querschnitt eines Packages gemal einer
Ausfihrungsform der Erfindung. Auf einem Substrat 1 sind auf
einer oberen Oberfldache 2 des Substrats 1 Bauelemente 3 ange-
ordnet. Das Substrat 1 weist beispielsweise ein DCB-Substrat
auf, das aus einer isolierenden Schicht 7, bevorzugt aus einem
Keramikmaterial, einer auf einer unteren Oberfldche 101 der
isolierenden Schicht 7 aufgebrachten ersten metallischen
Schicht 6, bevorzugt aus Kupfer und einer auf einer von der
unteren Oberfldche 101 abgekehrten oberen Oberfldche 102 der
isolierenden Schicht 7 aufgebrachten zweiten metallischen

Schicht 12, bevorzugt aus Kupfer besteht.

Die zweite metallische Schicht 12 auf der oberen Oberfldche
102 der isolierenden Schicht 7 ist bereichsweise bis auf die
obere Oberflache 102 herab entfernt. Auf der von der ersten
metallischen Schicht 6 abgekehrten Oberfldche 103 der zweiten

metallischen Schicht 12 sind Bauelemente 3 angeordnet.

Die generell mit 2 bezeichnete gesamte obere Oberflache des
mit den Bauelementen 3 bestiickten Substrats 1 ist durch die
freiliegenden Teile der oberen Oberflache 102 der isolierenden
Schicht 7 und der oberen Oberflache 103 der zweliten metalli-

schen Schicht 12 gegeben.
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Die Bauelemente 3 kénnen zueinander gleich oder aber auch von-
einander verschieden sein. Beispielsweise sind die Bauelemente
Leistungshalbleiterchips. Auf den Bauelementen 3 ist eine her-
metisch abdichtende Schicht 4 angeordnet, die eng an Oberfla-
chen und Seitenflachen der Bauelemente 3 anliegt. Die herme-
tisch abdichtende Schicht 4 ist ferner auf zwischen den Bau-
elementen 3 befindlichen Bereichen der oberen Oberfldche 2 des
Substrats 1 angeordnet und liegt eng an der oberen Oberfldche
2 des Substrats 1 an. Die hermetisch abdichtende Schicht 4
dichtet jedes einzelne Bauelement 3 hermetisch gegeniiber Um-
welteinflliissen ab. Die hermetische Schutzschicht 4 ist insbe-
sondere gasundurchlassig, fliissigkeitsundurchldssig, undurch-
lassig fiir elektromagnetische Wellen, temperaturbestandig, e-
lektrisch isolierend und prozessbestdandig. In einer Ausfih-
rungsform der Erfindung ist die hermetische Schutzschicht 4
temperaturbestiandig gegeniiber dem dauerhaften Einfluss von
Temperaturen bis 150°C. In einer anderen Ausfithrungsform ist
die hermetische Schutzschicht 4 temperaturbestadndig gegeniiber
dem dauerhaften Einfluss von Temperaturen bis 200°C. Bevorzugt
ist die hermetische Schutzschicht 4 gegeniber dem Einfluss von

Sduren, Basen und L&sungsmitteln prozessbestdndig.

Die hermetisch abdichtende Schicht 4 kann anorganische Materi-
alien, organische Materialien, Metalle, Polymere oder orga-
nisch modifizierte Keramiken enthalten. Die hermetisch abdich-
tende Schicht 4 kann aber auch andere geeignete Materialien
enthalten, die vor Umwelteinfliissen schiitzen. Als Metalle eig-
nen sich besonders Aluminium, Kupfer, Titan oder Nickel. Die
Metalle konnen beispielsweise durch ein Sputter-Verfahren oder
durch ein Aufdampf-Verfahren aufgetragen werden. Als Polymere
eignen sich insbesondere Duroplast-Polymere oder Thermoplast-

Polymere.

Die hermetisch abdichtende Schutzschicht 4 kann ferner ein o-
der mehrere Fillmaterialien enthalten. Durch die Wahl des
Fillmaterials und durch die Variation des Fillmaterialanteils

an der hermetisch abdichtenden Schutzschicht 4 kann beispiels-
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weise der Warmeausdehnungskoeffizient der hermetisch abdich-
tenden Schutzschicht 4 an den Warmeausdehnungskoeffizienten
des Substrats 1 oder der Bauelemente 3 angepasst werden. Da-
durch koénnen thermische Spannungen, die infolge von Tempera-
tureinfliissen auftreten, reduziert werden. Thermische Spannun-
gen koénnen zu Rissen bzw. Beschdadigung der hermetisch abdich-
tenden Schutzschicht 4 fihren, oder aber die Haftung der her-
metisch abdichtenden Schutzschicht 4 auf den Bauelementen 3

und dem Substrat 1 verringern.

Die hermetisch abdichtende Schutzschicht 4 kann mehrere iber-
einander angeordnete Teilschichten 5 umfassen. Die einzelnen
Teilschichten 5 weisen bevorzugt unterschiedliche Funktions-
werkstoffe auf. Beispielsweise ist eine erste Teilschicht 5-1
elektrisch isolierend, eine zweite Teilschicht 5-2 undurchlas-
sig fiur elektromagnetische Wellen, eine dritte Teilschicht 5-3
flissigkeitsundurchlassig und gasundurchldssig. Eine vierte
Teilschicht 5-4 schiitzt die Bauelemente 3 vor mechanischer Be-

schadigung.

In einer Ausfihrungsform beinhaltet eine erste Teilschicht 5-1
eine unter Vakuum auflaminierte Folie bestehend aus elektrisch
isolierendem Kunststoffmaterial. Die Folie kann zur Verbesse-
rung der Haftung auf der oberen Oberfldche 2 des Substrats 1
und auf den Bauelementen 3 eine Klebebeschichtung aufweisen.

Die Dicke der Folie kann 25 bis 500 pm betragen.

FEine zweite Teilschicht 5-2 ist als eine Metallschicht ausge-
bildet. Die Metallschicht ist eng anliegend auf ersten Teil-
schicht 5-1 aufgebracht und weist eine ausreichende Dicke auf,
um die Bauelemente 3 vor elektromagnetischen Wellen zu schit-
zen. Die Metallschicht umfasst bevorzugt Aluminium, Kupfer,
Titan oder Nickel. Die Metallschicht kann durch einen Sputter-
Prozess oder einen Aufdampfprozess auf die auflaminierte Folie

aufgebracht werden.
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FEine dritte Teilschicht 5-3 ist als eine organische Schicht
ausgebildet und umfasst bevorzugt Parylene. Die organische
Schicht ist eng anliegend auf der zweiten Teilschicht 5-2 auf-
gebracht und weist eine ausreichende Dicke auf, um die Bauele-
mente 3 und die darunter angeordneten Teilschichten 5-1 und 5-

2 vor Flissigkeiten und Gasen zu schitzen.

Eine vierte Teilschicht 5-4, die bevorzugt eine Package-
Schicht ist, umfasst bevorzugt Kunstharz oder ein anderes ge-
eignetes Moldingmaterial. Die vierte Teilschicht 5-4 schiitzt

die Bauelemente 3 vor mechanischer Beschaddigung.

Die Reihenfolge und die Anzahl der uUbereinander angeordneten

Teilschichten 5 kann auch variieren. Beispielsweise kann die

zwelite Teilschicht 5-2 als organische Schicht, und die dritte
Teilschicht 5-3 als Metallschicht ausgebildet sein.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines Packages in einem Stadi-
um des Herstellungsprozesses gemdl einer Ausfihrungsform der
Erfindung. Kontaktfladchen 8 auf Oberflachen der Bauelemente 3
und auf der oberen Oberflache 2 des Substrats 1 sind durch
Offnen von Fenstern 9 in der hermetisch abdichtenden Schicht 4
freigelegt. Die Fenster 9 werden durch einen Strukturierungs-
prozess gebffnet. In einer Ausfiihrungsform wird die hermetisch
abdichtende Schicht 4 im Bereich der Kontaktflachen 8 mittels
Laserablation abgetragen. Aber auch andere Varianten der
Strukturierung der hermetisch abdichtenden Schicht 4 sind
denkbar. Beispielsweise kann die hermetisch abdichtende
Schicht 4 mittels eines Plasmadtzverfahrens strukturiert wer-
den. Das Strukturieren kann aber auch durch einen fotolitho-
graphischen Prozess erfolgen. Dazu kann auf der hermetisch ab-
dichtenden Schicht 4 ein Fotolack aufgetragen werden, getrock-
net und anschlieBend belichtet werden. Als Fotolack kommen
herkémmliche positive oder negative Resists (Beschichtungsma-
terialien) in Frage. Der Fotolack kann beispielsweise durch
einen Sprih- oder Tauchprozess aufgetragen werden. Aber auch

Electro-Deposition zur Aufbringung des Fotolacks ist denkbar.
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Einzelne Teilschichten 5 der hermetisch abdichtenden Schicht 4
kénnen durch unterschiedliche Strukturierungsprozesse struktu-
riert werden. Belspielsweise kann eine als metallische Schicht
ausgebildete Teilschicht 5 mittels eines Plasmaatzverfahrens
strukturiert werden, und eine aus elektrisch isolierendem
Kunststoffmaterial ausgebildete Teilschicht 5 mittels eines

fotolithographischen Prozesses strukturiert werden.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt des in Figur 2 dargestellten
Packages nach Aufbringung einer strukturierten Kontaktschicht
10 aus elektrisch leitfdhigem Material 10, vorzugswelse ein
Metall, auf die freigelegten Kontaktflachen 8. Das Aufbringen
des elektrisch leitfédhigen Materials 10 auf die freigelegten
Kontaktfldchen 8 kann das Aufbringen einer Maske auf die her-
metisch abdichtende Schicht 4 beinhalten, die die Kontaktfla-
chen 8 freilasst. Dann wird das elektrisch leitfahige Material
ganzfladchig auf die hermetisch abdichtende Schicht 4 und auf
die freigelegten Kontaktflachen 8 aufgebracht. Danach wird die
Maske mit der darauf befindlichen Kontaktschicht 10 entfernt,
so dass nur die flachig kontaktierten Kontaktfldchen 8 auf den
maskenfreien Bereichen uUbrig bleiben. Die Kontaktschicht 10
kann auch mehrere iUbereinander angeordnete Einzelschichten 11-
1, 11-2 aus unterschiedlichem elektrisch leitfdhigem Material

umfassen.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines Packages umfassend:

Bereitstellen eines Substrats (1), wobei auf einer oberen O-
berfldche (2) des Substrats (1) ein oder mehrere Bauelemente
(3) angeordnet sind;

Ausbilden einer hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) auf
dem ein oder den mehreren Bauelementen (3) und auf der oberen
Oberflache (2) des Substrats (1), wobei die hermetisch abdich-
tende Schutzschicht (4) die folgenden Eigenschaften aufweist:
gasundurchlassig, flissigkeitsundurchlassig, undurchlassig flr
elektromagnetische Wellen, temperaturbestdndig, elektrisch i-

solierend und prozessbestandig.

2. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemall Patentan-
spruch 1, wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht (4) das Ausbilden mehrerer Ubereinander angeord-

neter Teilschichten (5) umfasst.

3. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemall Patentan-
spruch 2, wobei das Ausbilden mehrerer Ubereinander angeordne-
ter Teilschichten (5) das Auflaminieren einer Folie aus elekt-

risch isolierendem Kunststoffmaterial umfasst.

4. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdB Patentan-
spruch 3, wobei eine Folie aus einem Kunststoffmaterial auf
Polyimid-, Polyamid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyether-

etherketon- und/oder auf Epoxidbasis verwendet wird.

5. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemal einem der
Patentanspriiche 2 bis 4, wobei das Ausbilden mehrerer iberein-
ander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer ein

Metall aufweisenden metallischen Teilschicht (5) umfasst.
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6. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdB Patentan-
spruch 5, wobei das Metall aus einer Gruppe bestehend aus Alu-

minium, Kupfer, Titan, und Nickel gewdhlt ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
Patentanspriche 2 bis 6, wobei das Ausbilden mehrerer iberein-
ander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer ein
anorganisches Material aufweisenden anorganischen Schicht um-

fasst.

8. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl Patentan-
spruch 7, wobei das anorganische Material Siliziumoxid ent-
halt.

9. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemal einem der
Patentanspriiche 2 bis 8, wobei das Ausbilden mehrerer iberein-
ander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer ein

organisches Material aufweisenden organischen Schicht umfasst.

10. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemall Patentan-

spruch 9, wobei das organische Material Parylene enthalt.

11. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
Patentanspriiche 2 bis 10, wobei das Ausbilden mehrerer iber-
einander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer
eine organisch modifizierte Keramik aufweisende Schicht um-

fasst.

12. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
Patentanspriche 2 bis 10, wobeil das Ausbilden der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht (4) das Ausbilden einer ein Fillma-
terial aufweisenden hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4)

umfasst.

13. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemall Patentan-
spruch 12, wobei das Fillmaterial Siliziumoxid oder Kohlen-
stoff enthalt.
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14. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
vorhergehenden Patentanspriiche, wobeli das Bereitstellen eines
Substrats das Bereitstellen eines Substrats umfasst, das aus
einer isolierenden Schicht (7), einer auf einer unteren Ober-
fldche (101) der isolierenden Schicht (7) aufgebrachten ersten
Metallschicht (6) und einer auf einer von der unteren Oberfld-
che (101) abgekehrten Oberflache (102) der isolierenden
Schicht (7) aufgebrachten zweiten, strukturierten Metall-
schicht (12) besteht.

15. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
vorhergehenden Patentanspriiche, wobeli das Ausbilden der herme-
tisch abdichtenden Schutzschicht (4) ein physikalisches Ab-

scheideverfahren umfasst.

16. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemall Patentan-
spruch 14, wobei das physikalische Abscheideverfahren einen

Sputter-Prozess oder einen Bedampfungsprozess umfasst.

17. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
vorhergehenden Patentanspriiche, wobeli das Ausbilden der herme-
tisch abdichtenden Schutzschicht (4) einen Sprihprozess um-

fasst.

18. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
vorhergehenden Patentanspriiche, wobeli das Ausbilden der herme-
tisch abdichtenden Schutzschicht (4) einen GieBprozess um-

fasst.

19. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl einem der
vorhergehenden Patentanspriiche, wobeli das Ausbilden der herme-
tisch abdichtenden Schutzschicht (4) ein chemisches Abscheide-

verfahren umfasst.
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20. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdl Patentan-
spruch 19, wobei das chemische Abscheideverfahren ein CVD-

Verfahren oder ein LPCVD-Verfahren umfasst.

21. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemdfl einem der
vorhergehenden Patentanspriiche, des Weiteren umfassend:
Freilegen einer oder mehrerer Kontaktfldchen (8) auf der Ober-
fldche (2) des Substrats (1) und auf Oberfldchen des einen o-
der der mehreren Bauelemente (3) durch Offnen jeweiliger Fens-
ter (9) in der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4), und
fldchiges Kontaktieren jeder freigelegten Kontaktfladche (8)
mit einer Kontaktschicht (10) aus elektrisch leitendem Materi-
al.

22. Verfahren nach Patentanspruch 21, wobei das Offnen jewei-

liger Fenster (9) einen fotolithographischen Prozess umfasst.

23. Verfahren nach Patentanspruch 21 oder 22, wobei das Off-

nen Jjeweiliger Fenster (9) Laserablation umfasst.

24. Verfahren nach Patentanspriichen 21 bis 23, wobei das Off-

nen jeweiliger Fenster (9) ein Atzverfahren umfasst.

25. Verfahren nach Patentanspriichen 21 bis 24, wobei das Off-

nen jewelliger Fenster (9) ein mechanisches Verfahren umfasst.

26. Verfahren nach Patentanspriichen 21 bis 25, wobei eine
Kontaktschicht (10) aus mehreren Ubereinander angeordneten
Einzelschichten (11) aus unterschiedlichem, elektrisch leiten-

dem Material verwendet wird.

27. Ein Package, umfassend:

ein Substrat (1), wobei auf einer Oberfldche (2) des Substrats
(1) ein oder mehrere Bauelemente (3) ausgebildet sind;

wobel auf dem ein oder den mehreren Bauelementen (3) und auf
der Oberfldche (2) des Substrats (1) eine hermetisch abdich-
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tende Schutzschicht ausgebildet ist, die die folgenden Eigen-
schaften aufweist:

gasundurchlassig, flissigkeitsundurchlassig, undurchlassig flr
elektromagnetische Wellen, temperaturbestdndig, elektrisch i-

solierend und prozessbestandig.

28. Package gemdll Patentanspruch 27, wobei die hermetisch ab-
dichtende Schutzschicht (4) mehrere iibereinander angeordnete

Teilschichten (5) umfasst.

29. Package gemdB Patentanspruch 28, wobei eine der mehreren
Teilschichten (5) eine Folie aus elektrisch isolierendem
Kunststoff ist.

30. Package gemdB Patentanspruch 29, wobei die Folie aus ei-
nem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polyamid-, Polyethylen-,
Polyphenol-, Polyetheretherketon- und/oder auf Epoxidbasis
ausgebildet ist.

31. Package gemdll einem der Patentanspriiche 28 bis 30, wobei
eine der mehreren Teilschichten (5) eine ein Metall aufweisen-
de metallische Schicht ist.

32. Package gemdB Patentanspruch 31, wobei das Metall aus ei-
ner Gruppe bestehend aus Aluminium, Kupfer, Titan und Nickel

gewahlt ist.

33. Package gemdB einem der Patentanspriiche 28 bis 32, wobei
eine der mehreren Teilschichten (5) eine ein anorganisches Ma-

terial aufweisende anorganische Schicht ist.

34. Package gemdB Patentanspruch 33, wobei das anorganische

Material Siliziumoxid enthalt.

35. Package gemdB einem der Patentanspriiche 28 bis 34, wobei
eine der mehreren Teilschichten (5) eine ein organisches Mate-

rial aufweisende organische Schicht ist.
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36. Package gemdB Patentanspruch 35, wobei das anorganische

Material Parylene enthalt.

37. Package gemdh einem der Patentanspriiche 28 bis 36, wobeil
eine der mehreren Teilschichten (5) eine eine organische modi-

fizierte Keramik aufweisende Schicht ist.

38. Package gemdB einem der Patentanspriiche 27 bis 37, wobei
die hermetisch abdichtende Schicht (4) ein Fillmaterial auf-

weist.

39. Package gemdB Patentanspruch 38, wobei das Flllmaterial

Siliziumoxid oder Kohlenstoff enthalt.

40. Package gemal einem der Patentanspriiche 27 bis 39, wobei
das Substrat (1) aus einer isolierende Schicht (7), einer auf
einer unteren Oberfldche (101) der isolierenden Schicht (7)
aufgebrachten ersten Metallschicht (6) und einer auf einer wvon
der unteren Oberfldche (101) abgekehrten Oberflache (102) der
isolierenden Schicht (7) aufgebrachten zweiten, strukturierten
Metallschicht (12) besteht.

41. Package gemall einem der Patentanspriiche 27 bis 40, wobei
Kontaktflachen (8) auf der Oberfldche des Substrats (1) und
auf Oberflachen des einen oder der mehreren Bauelemente (3)
angeordnet sind, und die hermetisch abdichtende Schutzschicht
(4) bei jeder Kontaktfldche (8) ein Fenster (9) aufweist, in
welchem diese Kontaktfldche (8) frei von der hermetisch ab-
dichtenden Schutzschicht (4) und fldchig mit einer Kontakt-
schicht (10) aus elektrisch leitfdahigem Material kontaktiert

ist.

42. Package gemal Patentanspruch 41, wobei die Kontaktschicht
(10) mehrere Ubereinander angeordnete Einzelschichten (11) aus

unterschiedlichem, elektrisch leitfadhigem Material umfasst.



PCT/EP2006/064787

WO 2007/017404




WO 2007/017404 PCT/EP2006/064787




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - claims
	Page 14 - claims
	Page 15 - claims
	Page 16 - claims
	Page 17 - claims
	Page 18 - claims
	Page 19 - drawings
	Page 20 - drawings

